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Abstract (en)
The arrangement has a connecting line structure with an HF input for the HF signal, a low frequency input for a switching voltage and an HF
output and at least two diode paths connected to the connecting line structure and each with a diode and line structure element. The line structure
elements of the diode paths are spatially separated so that isolation between the line structure elements off the diode paths is greater than a defined
threshold. The arrangement (100) has a connecting line structure (110) with an HF input (HF-E) for the HF signal, a low frequency input (NF-E)
for a switching voltage and an HF output and at least two diode paths (120-1, 120-2) connected to the connecting line structure and each with a
diode (120-1-2,120-2-2) and line structure element (120-1-1, 120-2-1). The line structure elements of the diode paths are spatially separated so that
isolation between the line structure elements off the diode paths is greater than a defined threshold.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Hochfrequenz-Schaltvorrichtung (100, 100') zum Schalten von HF-Signalen umfassend eine Verbindungsleitungsstruktur
(110, 110') mit einem HF-Eingang (HF-E), einem HF-Ausgang (HF-A) und einem Niederfrequenzeingang (NF-E) zum Anlegen einer Schaltspannung
und mit mindestens zwei Diodenpfaden (120-1, 120-2), welche jeweils eine Diode und ein Leitungsstrukturelement aufweisen. Um die Isolation
zwischen den Leitungsstrukturelementen (120-1-1, 120-2-1) der Diodenpfade größer als einen vorgebbaren Isolationswert einzustellen, wird
vorgeschlagen, die Leitungsstrukturelemente (120-1-1, 120-2-1) jeweils räumlich getrennt voneinander anzuordnen. <IMAGE>
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